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加工

SIMS（二次イオン質量分析）では、高感度で深さ方向の元素分析が可能な手法であるが、表面ラフネス
や複雑な積層構造を持つ試料では、深さ方向分解能の低下で正しい分布を得ることが難しい。
東レリサーチセンターでは、長年培ってきた優れたBackside加工技術により、多種多様な材料に対して
深さ方向分解能の高い評価が可能である。

Backside SIMSの有効性
-積層試料、メタル膜付き試料-

１．表面ラフネスや複雑な積層構造の分析
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２．金属電極/SiC基板の分析
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ノックオン、ラフネス生成の影響
→基板中の金属元素分布、界面
の分布は不正確

BSSによって基板中および界面の正確な
濃度分布が得られる。
⇒セラミックス等の難加工材料においても

BSSが有効である。
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深さ方向分解能が低下する要因
・サンプル起因 ：

表面ラフネス、複雑な積層構造
・分析起因 ：

一次イオンによる押し込み、ラフネス生成

ノックオン、ラフネス生成を回避
→基板中の金属元素は検出限界
以下、界面の分布がシャープ

加工（基板を薄膜化）
＋

分析

深さ方向分解能
が大幅に改善
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